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緒言  

有機太陽電池の光電変換効率向上のため、P-N 接合界面における励起子ダイナミクスの理解は

非常に重要になる。我々は、有機半導体単結晶上の P型及び N型分子の積層膜を用いたモデル界

面の作製とその励起子ダイナミクスの計測を行なってきた。本研究では、ペンタセン単結晶(PnSC)

上の C60エピタキシャル膜による平坦界面と、PnSC上に成長した Pn薄膜及び C60積層膜による階

段状界面を作製し、界面構造が光吸収や電荷分離に伴う励起子挙動に及ぼす影響を明らかにした。 

実験  

	 PnSC基板上への C60や Pn薄膜は真空蒸着により作製した。試料の構造解析には、大気中 AFM、 

UPS(KEK BL13B)、及び二次元微小角入射 X線回折(2D-GIXD)計測(Spring-8 BL46XU)を用いた。

構造を規定したモデル界面の光物性は波長可変フェムト秒レーザーを用いたポンプ-プローブ分

光システムを用い、一重項、及び三重項励起子による吸収の時間変化を過渡吸収分光(TAS)により

計測し、電荷分離や励起子失活のダイナミクスを解析した。 

結果  

Fig.1 に(a)PnSC 上の C60エピタキシャル膜(C60/PnSC)[1]及び、(b)PnSC 上の Pn 薄膜上の C60膜

(C60/Pn/PnSC)における三重項励起子による吸収の TASスペクトルを示す。いずれのスペクトルも、

界面での電荷分離とバルク内での励起子失活に対応する２つの時定数の指数関数でフィッティン

グできることがわかった。1000 ps以降では、バルク内の T1による吸収が大部分を占め、いずれ

の試料でも T1 の存在量とその失活の時定

数はほぼ等しいことがわかる。これに対し

て、0~1000 psまでの領域では、(b)試料にお

ける T1 の吸収量が多く、その減衰も(a)に

比べ速くなっていることがわかった。これ

は、(b)の試料で励起子の発生量が多く、さ

らに広い界面において励起子が効率的に電

荷分離されていることを示唆する。 
 
[1]Y. Nakayama et al., ACS Applied Materials & Interfaces 8 (21), 13499 (2016) 

Fig.1 TAS spectra of (a)C60/PnSC and (b)C60/Pn/PnSC 
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